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１．概要（Summary） 

長く大きな共振器（1 mm×15 mm×100 µm）の導波路

構造を持つ pn 接合を形成した Si 基板を用いて、高出力

レーザー発振を行った。注入電流 13 Aで 13 Wのレーザ

ー出力（PW）を確認した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置、精密研磨装置、ス

テルスダイサー、ブレードダイサー 
【実験方法】 

デバイス構造作製にはプラズマスパッタ装置、研磨

装置、ダイシング装置を利用した。プラズマスパッタ

装置により電極の形成を行い、研磨装置によって導波

路厚みを削減した。導波路の分離にはステルスダイシ

ング装置、又はブレードダイサーを用いた。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
フォノンの波数が Si の伝導体の底と価電子帯の頂

上の波数の差と一致する場合、注入された電子と正孔

は速やかにフォノン散乱され、光子を放出して対消滅

すると予想される。この特異なドーパント対配列を作

り出す方法（DPP アニール法）を開発した。 
DPP アニールを行った Si の pn 接合部は、レーザ

ーの活性層としても機能する。間接遷移型半導体は長

いキャリ寿命のため低電流密度で反転分布ができる

という特徴を生かし、Fig. 1 に示す 1 mm×15 
mm×100 µm という大きな導波路構造をもつ Si レー

ザー素子を作製した。 
この素子を動作させたところ、注入電流 13 A で 13 

W のレーザー出力（PW）を確認した。 

 

Fig. 1 Fabricated Si Laser 
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